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METHOD AND DEVICE FOR MACHINING A WAFER, 
IN ADDITION TO A WAFER COMPRISING A 
SEPARATION LAYER AND A SUPPORT LAYER 



Abstract of the Disclosure 

5 

A process and an apparatus are described for the treatment of wafers, in 
particular for the thinning of wafers. A wafer with a carrier layer and an 
interlayer arranged between the carrier layer and the wafer is also 
described, in which the interlayer is a plasmapolymeric layer that 
10 adheres to the wafer and adheres more strongly to the carrier layer than 

to the wafer. 
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(54) Title: METHOD AND DEVICE FOR MACHINING A WAFER, IN ADDITION TO A WAFER COMPRISING A SEPARA- 
\J TTON LAYER AND A SUPPORT LAYER 



QO (54) Bezeichnung: VERFAHREN UND VORRICI TTUNG ZUM BEARBETTEN EINES WAFERS SOWIE WAFER MIT TRENN- 
O SCHICHT UND TRAGERSCHTCHT 

fH 

I/) (57) Abstract: The invention relates to a method and a device for machining wafers, in particular for thinning wafers. The invention 
O also relates to a wafer comprising a support layer and a separation Jayer that is situated between the support layer and the wafer. Said 
<^f. separation layer is a plasma polymer layer, which adheres to the wafer and adheres to the support layer more strongly than to the 
wafer. 
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(57) Zosammcnfassung: Bcschrieben wird ein Verfahren und cine Vorrichtung zum Bearbeiten von Wafem, insbesondere zum 
Abdtinnen von Wafern. Beschrieben wird auch ein Wafer mit einer Tragerschicht und einer zwischen der Tragerschicht und dem 
Wafer angeordnetcn Trcnnschicht, wobei die Trennschicht cine plasraapolymcre Schicht ist, die an dem Wafer battel und an der 
Tragerschicht fester haftet als an dem Wafer. 



